LiNGs

512 Mb FCRAM-MB81EDS516545 ] = E A%

it a8 2840 2M word x 64 bit x 4 banks
ENE 1.7V~19V
B {2 #€ DDR SDRAM (CMOS)
TAER VR (4596 -10 'C ~ 4125 C
i 105 °C 216 MHz (&&)
KRR TAERHR —_— —
e 125°C 200 MHz (fzin)
. e 105 °C 3.46 GB/F) (H&)
PAC L L E — —
e 125°C 3.2GB/F ()

256 Mb FCRAM-MBB81EDS256545 (1] = EHk%

A7-fit 2 204 1M word x 64 bit x 4 banks
HL 1.7V ~195V
2N &I #E DDR SDRAM (CMOS)

TARR B (F5ilD

-10°C ~+125°C

. B 105 °C 216 MHz (i)
KR LA —_— ——
B 125 °C 200 MHz (fr)
. HefF: 105 °C 3.46 GB/F» (ffr)
Bl ALt % —— —
Bf: 125 °C 3.2 GB/TY (&)




	附件
	512 Mb FCRAM-MB81EDS516545的主要规格

